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Transistoren auf Basis von Galliumnitrid
(GaN) gelten als vielversprechende Bauteile,
um fundamentale, materialbedinge Be-
schrankungen siliciumbasierter Leistungs-
transistoren zu Ubertreffen. Doch neben
ihren positiven Eigenschaften triben einige
Nachteile das sonst positive Gesamtbild.
Eines dieser Probleme ist der sog. ,Dyna-
mische Rpg . -Effekt”, welcher die tempo-
rare Erhohung des Durchgangswider-
standes unmittelbar nach dem Einschalten
beschreibt. Gerade bei hoheren Schaltfre-
quenzen, welche durch die Nutzung von
GaN-HEMTs angestrebt werden, spielt die-
ser Effekt also eine grof3e Rolle. In dieser
studentischen Arbeit soll der dynamische
On-State-Widerstand eines HEMTs vermes-
sen und der Einfluss verschiedener aul3erer
Parameter untersucht werden.

Arbeitspunkte

* Einarbeitung in die Thematik des
dynamischen Rpg ,-Effektes

* Einarbeitung in die zugrunde liegende
Messmethodik

* Design von Platinen fir die Vermessung
der HEMTs

* Durchfihrung von Messreihen, Analyse
der erhobenen Daten
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Widerstandsverlauf eines HEMTs
unmittelbar nach dem Einschalten (1)
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